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～2013年度 

文科省： ダイヤ 
・NIMS運営交付金 
・GRENE事業 
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・JST-CREST  

内閣府（FIRST）： SiC 

・低炭素社会創成
に向けた炭化ケ
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ワーエレクトロニ
クスの研究開発 
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文科省： SiC、GaN 
・スーパークラスタ 
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